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Запропоновано метод регулювання параметрів розрядних імпульсних струмів (зменшення їхньої тривалості та 
збільшення амплітуди й швидкості наростання) напівпровідникових електророзрядних установок зі зворотним 
зв'язком за напругою з метою інтенсифікації динамічного силового впливу на їхнє технологічне навантаження. 
Метод базується на використанні двох пар зарядних і розрядних напівпровідникових (тиристорних) ключів, що 
дозволяють формувати у навантаженні біполярні імпульсні струми, та реалізації накладання процесів наступ-
ного заряду конденсатора на попередній його розряд шляхом змінення часу включення відповідних пар зарядних 
тиристорів. На основі проведеного аналізу взаємозв'язаних перехідних процесів у розгалуженому електричному 
колі змінної структури таких установок визначено залежності коефіцієнтів підвищення зарядної напруги та 
зарядного і розрядного струмів конденсатора від коефіцієнта перекриття його заряду і розряду при різних зна-
ченнях добротності зарядного кола.  Бібл. 15, рис. 5. 
Ключові слова: заряд конденсатора, розряд конденсатора, біполярний імпульс, добротність, напруга заряду, 
імпульсний струм, тривалість розряду, зворотний зв'язок за напругою. 
 

Вступ. Електророзрядні установки з накопичувальними конденсаторами знайшли широке ви-
користання при реалізації сучасних технологій електрогідравлічної обробки матеріалів [1], отриман-
ня електроіскрових порошків з унікальними властивостями [4, 7, 13], фізичного моделювання елект-
ромагнітних впливів, які виникають при ударах блискавок і коротких замиканнях потужних електро-
мереж [3]. Однією з найбільш складних проблем, які необхідно вирішувати при розробці таких устано-
вок, є підвищення імпульсної потужності [1, 3] та швидкості наростання струму в навантаженні [8], що 
дає змогу інтенсифікувати силовий вплив на навантаження (зокрема силовий вплив плазмового каналу 
у воді на металеві гранули в установках електроімпульсного диспергування). Вирішення цієї проблеми 
зазвичай здійснюється шляхом структурно-параметричного синтезу кіл накопичувальних конденсато-
рів електророзрядних установок на різні напруги [1, 3, 8]. Підвищення енергетичної та технологічної 
ефективності більшості електророзрядних установок здійснюється за рахунок оптимізації ємності їхніх 
накопичувальних конденсаторів, напруги їхнього заряду та частоти повних розрядів [5].  

Окрім цього, існує практична зацікавленість до створення електророзрядних установок, які здат-
ні зменшувати тривалість імпульсного струму при підвищенні його величини та швидкості наростання 
у навантаженні, оскільки це дає можливість зменшувати максимальні розміри отримуваних електроіск-
рових порошків [2, 11] та покращувати їхні властивості [12, 14]. Створення таких установок ускладню-
ється при необхідності реалізації примусового обмеження величини та тривалості імпульсного струму у 
навантаженні [9], урахуванні його нелінійного опору [10] та процесів енергообміну між конденсатора-
ми [6], які заряджаються на різні напруги та розряджаються у різні моменти часу [1, 6].  

Для підвищення імпульсної потужності та швидкості наростання струму в навантаженні у ро-
боті досліджувалася напівпровідникова електророзрядна установка з одним накопичувальним кон-
денсатором, двома парами напівпровідникових ключів як у зарядному, так і у розрядному колах та 
позитивним зворотним зв’язком величини напруги заряду конденсатора з величиною напруги його 
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попереднього розряду. Для зменшення інтенсивності електрохімічних процесів, що призводять до по-
силеного спрацювання одного з електродів у випадку однополярних імпульсів, у навантаженні фор-
мувалися біполярні імпульсні струми регульованих величини і тривалості. 

Метою роботи є аналіз перехідних процесів у розгалуженому електричному колі змінної струк-
тури напівпровідникових електророзрядних установок, які мають зворотний зв’язок за напругою та 
формують у навантаженні біполярні імпульсні струми з регульованими параметрами, що в результаті 
дозволяє збільшити амплітуду та швидкість наростання розрядних імпульсів. 

На рис. 1 показано чотириконтурний формувач розрядних імпульсів (ФРІ) з накопичувальним 
конденсатором С, заряд якого здійснюється від формувача постійної напруги (ФПН) через дросель ін-

дуктивністю L1 та активний опір R1 (який є загальним 
активним опором цього дроселя та інших елементів 
зарядного контуру конденсатора) при одночасному 
включенні тиристорних ключів VT1 і VT2 або VT5 і VT6. 
При одночасному включенні ключів VT3 і VT4 або VT7 і 
VT8 здійснюється розряд конденсатора через дросель 
індуктивністю L2 (яка є загальною індуктивністю еле-
ментів розрядного кола конденсатора) на активний опір 
R2 , що є загальним активним опором власне наванта-
ження та інших елементів розрядного кола.  

Оскільки схема містить по дві пари зарядних 
(VT1, VT2 та VT5, VT6) і розрядних (VT3, VT4 та VT7, VT8) 
тиристорів, то вона дозволяє формувати біполярні ім-
пульси у навантаженні та регулювати їхню тривалість. 

При аналізі зарядно-розрядних процесів ці тиристори вважалися ідеальними ключами, тобто такими, 
що забезпечують миттєву комутацію і відсутність втрат при протіканні в них струму. Параметри еле-
ментів схеми обрано таким чином, щоб перехідні процеси заряду і розряду конденсатора мали колива-
льний характер: R1 = 0,03 Ом, L2 = 4 мкГн, С = 100 мкФ. Опір навантаження (з урахуванням опору еле-
ментів розрядного кола) задано R2 = 0,25 Ом (відповідно до опору навантаження реальних установок 
електроіскрового диспергування металевих гранул). Напруга ФПН UФПН = 500 В. Для регулювання три-
валості заряду конденсатора індуктивність зарядного дроселю варіювалася (L1 = var).  

Реалізація коливальних перехідних процесів заряду і розряду конденсатора забезпечує мож-
ливість природного запирання тиристорних ключів при зміні напрямку струму у контурі. Функціону-
вання схеми на рис. 1 відбувається у такий спосіб: після подачі сигналів управління на тиристорні 
ключі VT1 і VT2 розпочинається заряд конденсатора С (через опір R1 та дросель L1), після закінчення 
якого (заряд закінчується, коли струм у колі досягне нуля і почне змінювати свій знак) ключі VT1 і VT2 
запираються. Далі подаються сигнали управління на відпирання розрядних тиристорів VT3 та VT4 і роз-
починається розряд конденсатора С на навантаження R2 через індуктивність L2. Оскільки параметри 
елементів розрядного кола вибрані таким чином, щоб відбувався коливальний перехідний процес 
(при якому добротність розрядного кола Q2 = (L2 / C)0,5/R2  > 0,5), то розряд конденсатора С закінчиться 
його перезарядом до напруги зворотної полярності [3, 6, 7]. При цьому струм у навантаженні досягне 
нуля і почне змінювати свій напрям, що забезпечить природне відключення розрядних комутаторів 
VT3 і VT4. Після цього надходить сигнал на включення зарядних тиристорів VT5, VT6 і починається 
повторний процес заряду конденсатора С, напруга на якому UС0 < 0. Завдяки зворотному під'єднанню 
тиристорів VT5, VT6 реалізується негативний зворотний зв'язок за напругою, який забезпечує зменшення 
напруги такого повторного заряду конденсатора порівняно з умовами UС0 = 0. Після закінчення повтор-
ного заряду конденсатора (напруга заряду якого буде мати від'ємну полярність) і подачі сигналів 
управління відкриваються розрядні тиристори VT7 та VT8 і розпочинається повторний розряд конденса-
тора С на навантаження R2 через L2, після закінчення якого перший повний зарядно-розрядний цикл 
вважається завершеним. Оскільки залишкова напруга (напруга перезаряду) конденсатора має зворотну 
(відносно напруги його заряду) полярність, то при наступному заряді конденсатора через ключі VT1 і 
VT2 знову реалізується негативний зворотний зв'язок за напругою, який зменшить напругу його заряду.  

Якщо примусово скорочувати тривалість розрядних імпульсів, розпочинаючи черговий заряд 
конденсатора раніше, ніж закінчиться його попередній розряд, то можна регулювати глибину зворот-
ного зв'язку за напругою і навіть змінювати його характер з негативного на позитивний, що дасть 
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можливість підвищити напругу заряду конденсатора і параметри розрядних імпульсів (збільшити ам-
плітуду та швидкість наростання розрядних струмів та зменшити їхню тривалість).  

У загальному випадку струм коливального заряду конденсатора від ФПН при ненульовій по-
чатковій напрузі на ньому визначається виразом [7] 

( ) ( )0 зар 12
зар ФПН 0зар 1 0зар 1 1 0зар( ) sint Q

Ci t U U e A t L Aω ω ω− ⋅= − ⋅ ,                                  (1) 

де 2
1 11 1 4A Q= − , UC0 зар – початкове значення напруги заряду конденсатора; L1 і Q1 = (L1 / C)0,5/R1  – 

відповідно індуктивність і добротність зарядного кола; CL10 1=зарω  – кутова частота власних ко-
ливань зарядного кола ФПН-R1-VT1-C-L1-VT2-ФПН (або ФПН-R1-VT5-C-VT6-L1-ФПН). 

Напруга на конденсаторі за таких умов його заряду розраховується за формулою 
( ) ( ) ( )0 зар 12

зар ФПН ФПН 0зар 1 0зар 1 1 1 0зар( ) sin 2 cost Q
C Cu t U U U e A t Q A A tω ω ω− ⋅ ⎡ ⎤= − − ⋅ +⎣ ⎦ .           (2) 

Тиристорні ключі VT1 та VT2 (або VT5 і VT6 ) запираються в момент часу, коли струм iзар(t) спа-
дає до нуля і починає змінювати свою полярність. Напруга на конденсаторі в цей момент часу дося-
гає свого максимального значення, яке залежить від добротності зарядного кола.  

Момент часу 
maxCUt , коли напруга на конденсаторі буде максимальна  )(зар maxCUCmaxC tuU = , 

визначається з рівняння 0=dt/duCзар  

( ) ( )0 зар 12 2
зар ФПН 0зар 0зар 1 1 1 0зар 1/ 1 4 sin 0t Q

C Cdu dt U U e A Q A A tω ω ω− ⋅= − ⋅ ⋅ + = .                     (3) 

Звідки  
max 1 0зарCUt Aπ ω= .                                                                   (4) 

Вплив початкового значення напруги конденсатора UC0 зар на його максимальне зарядне зна-
чення maxCU  показано у роботі [3], тому у даній статті не наводиться.  

На рис. 2, а по-
казано залежність кое-
фіцієнта підвищення на-
пруги заряду конденса-
тора  
       γUзар = UCmax / UФПН  
від початкової напруги 
на ньому UC0 зар, а на рис. 
2, б – від добротності 
зарядного кола Q1. 

Коефіцієнт під-
вищення напруги заряду 
конденсатора γU зар мо-
жна визначити за фор-

мулою [7] 
( ) 1 11

зар 0 зар ФПН1 1 Q A
U CU U e πγ −= + − .                                                  (5) 

Зазвичай для відновлення запираючих властивостей тиристорних комутаторів необхідна не-
велика пауза, після витримки якої подаються сигнали управління на пару розрядних тиристорів VT3 та 
VT4 (або VT7 й VT8).  

Струм у розрядному колі можна знайти з виразу [7] 
( )0розр 22

розр 0розр 0розр 2 2 0розр 2( ) sint Q
Ci t U e A t L Aω ω ω−= ,                                      (6) 

де 2
2 21 1 4A Q= − , розр0ω  – кутова частота власних коливань розрядного контуру C -VT3- 2R - 2L -VT4 

або ( C -VT8-L2-R2-VT7), UC0 розр – початкове значення напруги розряду конденсатора.   
Момент часу tImax, коли розрядний струм досягає свого максимального значення, можна отри-

мати з виразу (6), розв'язавши рівняння diрозр(t)/dt=0 
( ) ( )I 2 2 0розр 2arctg 2maxt Q A Aω= .                                                       (7) 
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Зазначимо, що зворотний заряд конденсатора по колу ФПН-R1-VT5-C-VT6-L1-ФПН здійснюється 
від від’ємного початкового значення напруги на конденсаторі UС0 зар < 0 до свого від’ємного мак-
симального (за модулем) значення, яке розраховується за виразом (2). Зворотний розряд конденсато-
ра по колу C -VT8-L2-R2-VT7 закінчується перезарядом конденсатора вже до додатного значення, тому 
черговий його заряд почнеться при UС0 зар > 0.  

Напруга у розрядному колі розраховується за формулою [7] 
( ) ( )0розр 22

розр 0розр 2 0розр 2 2 2 0розр( ) sin 2 cost Q
C Cu t U e A t Q A A tω ω ω− ⋅ ⎡ ⎤= ⋅ +⎣ ⎦ .                     (8) 

Таким чином, кожний наступний зарядно-розрядний цикл починається з ненульових початко-
вих умов UС0 зар ≠0, UС0 розр ≠0, проаналізувати які дозволяють вирази (1)–(8) лише за умови повністю 
завершених зарядів і розрядів конденсатора (тобто за наявності достатніх пауз між подачею сигналів 
управління на відповідні тиристорні ключі). 

За умови витримки достатніх пауз між подачею сигналів управління на пари зарядних і роз-
рядних тиристорів тривалість розрядного імпульсу у навантаженні τРІ розраховується за виразом [7] 

розрРІ 02ωπτ A= .                                                                   (9) 
Попередні дослідження показали, що якщо подавати сигнал управління на відповідні пари за-

рядних тиристорів раніше, ніж закінчиться попередній розряд конденсатора (тобто реалізувати на-
кладання початку чергового заряду конденсатора на його попередній розряд), то можна змінювати 
глибину зворотного зв'язку напруги чергового заряду конденсатора із залишковою напругою його 
попереднього розряду і таким чином впливати на параметри розрядних імпульсів (їхні амплітудні 
значення та тривалості).  

Встановимо залежність тривалості імпульсного струму в навантаженні від початкового момен-
ту накладання наступного зарядного процесу на ще незавершений розрядний процес. Для цього змен-
шимо тривалість затримки чергового включення пар зарядних тиристорів VT1+VT2 (або VT5+VT6) від-
носно моменту попереднього включення пар розрядних тиристорів VT3+VT4 (або VT8+VT7). При цьо-
му параметри елементів схеми та період надходження імпульсів керування на тиристорні ключі за-
лишалися незмінні. 

Аналіз зарядно-розрядних процесів виконувався для різних значень добротності Q1 (30; 20; 10; 5) 
зарядного кола конденсатора ФПН-R1-VT1 (VT5)-С-VT2 (VT6)-L1  за умови, що вона змінювалася за ра-
хунок зміни індуктивності кола L1 =var=(81; 36; 9; 2,25) мкГн. Період сигналів управління для всіх 
пар тиристорів Т=2000 мкс (цього часу вистачає на повний зарядно-розрядний цикл із двох зарядів і 
двох розрядів конденсатора), а максимальний час затримки між сигналами управління першої 
(VT1+VT2) і другої (VT5+VT6) пар зарядних тиристорів Δmax=900 мкс. 

Моделювання зарядно-розрядних процесів проводилося із використанням програмного пакету 
MatLab R2009b, розрахунки та обробка результатів – пакету MatCAD 14.  

Для оцінки змінення характеру та глибини зворотного зв'язку за напругою при скороченні за-
тримки чергового включення пар зарядних тиристорів було введено коефіцієнт перекриття kΔ, який ві-
дображає ступінь (відсоток) накладання наступного зарядного процесу на ще не завершений розряд-
ний процес конденсатора 

РІ100%k τΔ = Δ ⋅ ,                                                                (10) 
де Δ = var (0…τРІ) – змінна тривалість перекриття у часі зарядного і розрядного циклів у результаті змі-
щення моменту чергового включення зарядних тиристорів відносно їхнього попереднього включення. 

На рис. 3 показано функціональні залежності приведеної 
тривалості розрядного імпульсу за умови накладання заряду і роз-
ряду конденсатора *var

РIτ  від коефіцієнта перекриття kΔ при різних 
значеннях добротності зарядного кола Q1 = 30; 20; 10; 5. Приведена 
тривалість розрядного імпульсу визначалася за формулою    

                              РI
var
РI

var
РI τττ =

*
,                                     (11) 

де var
РIτ  – змінна величина тривалості розрядного імпульсу у на-

вантаженні за умови накладання заряду і розряду конденсатора. 
Як видно з рис. 3, збільшення kΔ призводить до зменшення 

var
РIτ , причому чим менша величина Q1, тим інтенсивніше це змен-
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шення. Так при Q1 =30 і збільшенні kΔ від 0 до 100 % значення *var
РIτ  зменшується в 1,4 рази, а при Q1 =5 

– у 6,3 разів. Таким чином, необхідне регулювання тривалості струму у розрядному колі можна реалі-
зувати за рахунок накладання зарядного процесу на ще незавершений розрядний шляхом регулювання 
моментів подачі імпульсів керування на зарядні тиристори установки та змінення добротності зарядно-
го кола.  

Також було визначено закономірності підвищення величини зарядного і розрядного струмів 
конденсатора в залежності від коефіцієнта перекриття kΔ.  

Було введено коефіцієнт підвищення струму зарядного контуру γІзар, який розраховується як 
0maxmaxI II зарзарзар Δγ = ,                                                                 (12) 

де Iзар max Δ та  Iзар max 0 – максимальні струми заряду конденсатора відповідно за наявності накладання 
зарядного процесу на розрядний і при його відсутності.  

На рис. 4 показано залежності коефіцієнтів γU зар (рис. 4, а) та γІ зар (рис. 4, б) від коефіцієнту kΔ 
при різних значеннях Q1. Із рис. 4, а видно, що для всіх розглянутих значень Q1 коефіцієнт γU зар (а 
отже і напруга заряду конденсатора) майже не змінюється при зміненні коефіцієнта kΔ  від 0 до 20 %. 
При подальшому зростанні kΔ  коефіцієнт γU зар починає зростати, що є бажаним для подальшого підви-
щення амплітуди і швидкості наростання розрядного струму. Характерною точкою є значення kΔ = 35 %, 
коли коефіцієнт підвищення напруги заряду стає однаковим (γU зар =1,8) для всіх значень добротності 
Q1. Слід зазначити, що чим вища добротність зарядного контуру, тим меншим є збільшення зарядної 
напруги конденсатора. Так при Q1 =30 при зростанні коефіцієнта kΔ від 35 до 100 % коефіцієнт γU зар 
змінюється від 1,8 до 2,3, тоді як при Q1 = 5 – від 1,8 до 3,5. 

Згідно з рис. 4, б 
коефіцієнт γІ зар (а отже 
і струм заряду конден-
сатора) при великій 
добротності кола Q1=30 
практично не залежить 
від kΔ, тоді як зі змен-
шенням Q1 вплив вели-
чини kΔ на γІ зар починає 
посилюватися, і коефі-
цієнт підвищення стру-
му (а отже і струм) за-
рядного кола зростає зі 
збільшенням kΔ. Так при 
Q1=5 максимальний за-

рядний струм конденсатора при зростанні kΔ  від 20 до 80 % збільшується у 3 рази. Зазначимо, що при 
зміненні коефіцієнта kΔ  від 0 до 20 % коефіцієнти γІ зар практично не змінюються. 

Рис. 5 відображає залежності коефіцієнта підвищення розрядного струму конденсатора γІрозр 
(який за аналогією з коефіцієнтом γІ зар розраховується як розр розрmax розрmax 0I I Iγ Δ= , де  розрmaxI Δ  та розрmax 0I  
– максимальні струми розряду конденсатора відповідно при наявності накладання зарядного процесу 
на розрядний і коли накладання відсутнє) від коефіцієнта kΔ при різних значеннях Q1.  

У послідовності перших трьох зарядно-розрядних циклів представлено другий (рис. 5, а) і 
третій (рис. 5, б) розряди конденсатора, на які вже може впливати наявність накладання наступного 
заряду конденсатора на попередній його розряд. Коефіцієнти підвищення розрядного струму конден-
сатора при другому та третьому розрядах конденсатора розраховуються за формулами 

             0222 maxmaxI II розррозррозр Δγ = ,                   0333 maxmaxI II розррозррозр Δγ = ,                      (13, 14) 
де Iрозр 2 max Δ (Iрозр 3 max Δ) та  Iрозр 2 max 0 (Iрозр 3 max 0) – максимальні струми другого (третього) розряду конден-
сатора відповідно при наявності накладання зарядного процесу на розрядний і коли накладання відсутнє. 

Як видно з рис. 5, для всіх розглянутих значень Q1 коефіцієнти γІрозр (аналогічно коефіцієнтам 
γІ зар), а отже і амплітуди розрядного струму у наступних після першого розрядах конденсатора майже 
не змінюються при зміненні коефіцієнта kΔ  від 0 до 20 %. З подальшим зростанням kΔ коефіцієнти γІрозр 
збільшуються. Причому, чим менша добротність Q1, тим інтенсивніше це збільшення. Так при Q1 = 30 

 
зарUγ зарIγ

              а                                                                      б 
                                           Рис. 4 
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максимальний струм конденсатора другого і третього розрядів при зростанні kΔ  від 20 до 70 % збі-
льшується у 1,2 рази, а при Q1 = 5 – у 1,5 рази. 

Таким чином, збільшення коефіцієнта kΔ призводить до скорочення тривалості розрядного 
струму та збільшення його максимальної величини, а отже – до підвищення швидкості наростання 
струму у навантаженні, що є важливим для більшості електророзрядних технологій. Наприклад, та-
кий підхід дозволяє розширити можливості для отримання нанорозмірних порошків в установках 
електроіскрового диспергування шару металевих гранул у діелектричній рідині. 

При цьому необхідно зазначити, що збільшення коефіцієнта kΔ вище 20 % (при якому негатив-
ний зворотний зв'язок за напругою змінюється на позитивний) призведе до збільшення втрат елект-
ричної енергії в зарядному колі (оскільки при додатному зворотному зв'язку за напругою відбуваєть-
ся наростання напруги заряду конденсатора від зворотної полярності до прямої, а отже на відрізку 
наростання напруги до нульового значення енергія конденсатора зменшується, а її втрати в колі зрос-
тають). Тому енергоефективність меж збільшення коефіцієнта kΔ ще потребує додаткових досліджень. 

Висновки. Запропоновано метод регулювання параметрів розрядних імпульсних струмів 
(зменшення їхньої тривалості та збільшення амплітуди й швидкості наростання) у напівпровіднико-
вих електророзрядних установках, які мають зворотний зв’язок за напругою та формують у наванта-
женні біполярні імпульсні струми. Метод базується на використанні накладання процесів наступного 
заряду конденсатора на попередній його розряд шляхом змінення часу включення відповідних пар 
зарядних тиристорів.  

Даний підхід дозволяє регулювати глибину зворотного зв'язку за напругою та змінювати його 
характер з негативного на позитивний, що дає можливість підвищити напругу заряду конденсатора і 
параметри розрядних імпульсів. Встановлено, що максимальне значення напруги заряду конденсато-
ра та максимальні значення струмів його заряду та розряду зростають зі збільшенням ступеня пере-
криття (коефіцієнту перекриття kΔ) процесів розряду і наступного заряду конденсатора. Причому, 
чим менша добротність зарядного кола, тим інтенсивніше зростають напруги та струми.  

Збільшення коефіцієнта kΔ призводить до скорочення тривалості розрядного струму та збіль-
шення його максимальної величини і відповідно до підвищення швидкості наростання струму у нава-
нтаженні, що зумовлює актуальність даного методу для більшості електророзрядних технологій.  
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Предложен метод регулирования параметров разрядных импульсных токов (уменьшения их длительности и 
увеличения амплитуды и скорости нарастания) полупроводниковых электроразрядных установок с обратной 
связью по напряжению с целью интенсификации динамического силового воздействия на их технологическую 
нагрузку. Метод базируется на использовании двух пар зарядных и разрядных полупроводниковых (тиристор-
ных) ключей, которые позволяют формировать в нагрузке биполярные импульсные токи, и реализации нало-
жения процессов последующего заряда конденсатора на предыдущий его разряд путем изменения времени 
включения соответствующих пар зарядных тиристоров. На основе проведенного анализа взаимосвязанных 
переходных процессов в разветвленной электрической цепи изменяемой структуры таких установок определе-
ны зависимости коэффициентов повышения зарядного напряжения, а также зарядного и разрядного токов 
конденсатора от коэффициента перекрытия его заряда и разряда при разных значениях добротности заряд-
ной цепи.  Библ. 15, рис. 5. 
Ключевые слова: заряд конденсатора, разряд конденсатора, биполярный импульс, добротность, напряжение 
заряда, импульсный ток, длительность разряда, обратная связь по напряжению. 
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CONTROL OF PARAMETERS OF BIPOLAR PULSE CURRENTS IN THE LOAD OF SEMICONDUCTOR 
ELECTRIC DISCHARGE INSTALLATIONS WITH RESERVOIR CAPACITOR 
 
N.I. Suprunovska2, Y.V. Peretyatko1, S.S. Roziskulov2, V.V. Mikhaylenko1, V.I. Chibelis1, V.S. Oliynyk 1 
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The method for regulating the parameters of discharge pulse currents (reducing their duration and increasing the am-
plitude and rate of current rise) of semiconductor electro-discharge installations with voltage feedback in order to in-
tensify the dynamic force action on their technological load is proposed. The method is based on the use of two pairs of 
charge and discharge semiconductor (thyristor) switches, which allow to form a bipolar pulsed current in the load and 
implement the overlay of subsequent capacitor charge to its previous discharge by varying the switching time of the 
corresponding pairs of charge thyristors. On the basis of performed analysis of the  interrelated  transients in the 
branched electrical circuit with variable structure in such installations  the dependences of increasing ratios of the 
charge voltage, charge and discharge currents of the capacitor on the overlap ratio capacitors charge and discharge 
for different charging circuit Q values are determined.  References 15, figures 5.  
Key words: capacitor charge, capacitor discharge, bipolar pulse, Q-factor, charge voltage, pulse current, discharge 
duration, voltage feedback. 
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